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１．概要（Summary） 

半導体プロセスの基本的工程である配線形成工程に

て、難エッチング材成形の一般的手法であるリフトオフ工

法を確立したい。本報告はその一環として、成膜方法に

ついて検討した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

電子線蒸着装置 

【実験方法】 

リフトオフの成膜工法を検討するため、スパッタと蒸着

でサンプルを作製、比較した。 

2 枚のウェハに対し、社内でリフトオフ用レジストをパタ

ーニングした。そのウェハの一方を他機関でスパッタし、

他方を当機関の電子線蒸着装置で成膜した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

スパッタで成膜したサンプルの断面図を Fig. 1、蒸着

で成膜したサンプルを Fig. 2に示す。 

スパッタで成膜したサンプルは、レジスト側面にもわず

かだが成膜されていた。 

これに対し、蒸着で成膜したサンプルはレジストの側

壁が成膜前とほぼ変わらず、側壁への付着が認められな

かった。 

これらのサンプルをそれぞれレジスト除去したところ、

スパッタサンプルはほぼリフトオフが出来なかったのに対

し、蒸着サンプルはきれいにリフトオフすることが出来た。 

この 2 つの成膜法で差が出来た要因としては、どちら

も母材塊から何らかの方法で粒子状にしてウェハに飛ば

すということでは同じ原理と言えるが、母材塊からウェハ

までの距離が蒸着装置のほうが格段に遠い。そのため金

属粒子がよりウェハに垂直に当たるため、側壁への付着

がなかったものと思われる。 

 

Fig. 1 Sample after sputtering. 

 

Fig. 2 Sample after vapor deposition. 
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